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はじめに：無機/有機ハイブリッド LED (IO- 

HyLED)は、無機材料と有機材料の優れた特性

を併せ持つ新しい光デバイスとして期待され

る。代表的な HyLED である ZnO/有機発光層

(EML)/MoO3構造おいて、ZnO から EMLへの

電子注入効率が素子特性を制限する一因であ

ることが知られている。今回、EMLにホスト

材料として PVK、燐光材料に Ir(mppy)3、電子お

よび正孔輸送材料として PBDとTPDをそれぞ

れドープした混合材料を使用するHyLEDにお

いて、PBD と TPD の混合比の影響、および電

子注入効率の改善効果が期待される Cs2CO3層

と自己配列双極子分子 (SADM)である BA- 

CH3層の導入効果を調べたので報告する。 

実験：Fig. 1.に試料の構造図を示す。市販の

SiO2/ITO 基板上にイオンビームスパッタ法で

Alドープ ZnO 層を室温で成膜した。この ZnO

上に Cs2CO3層、BA-CH3層、EML (70nm)を順

次スピンコートし、真空蒸着法によりMoO3 

(10nm)/Au(70nm)を積層した。素子特性の電荷

輸送材料組成比依存性を評価するため、EML

の混合比PVK:PBD:TPD:Ir(mppy)3を 60:x:y:5と

して、電荷輸送材料の混合比率 x、yの依存性

を調べ、x=25、y=10 において良好な発光特性

が得られることを確認した。 

 次に、PVK: PBD:TPD: Ir(mppy)3 =60:25:10:5

としてZnO層と有機発光層の間にCs2CO3層と

BA-CH3層の挿入効果を評価した。ここでは、

A：中間層なし、B：BA-CH3、C：Cs2CO3、D：

Cs2CO3 /BA-CH3の 4種類の中間層を有する素

子を作製し、大気中で電流密度―電流効率特性

を評価した。結果を Fig. 2.に示す。中間層のな

い A に対して BA-CH3を挿入した B では発光

が若干向上したが、Cs2CO3（C）の挿入効果は

より顕著であり、ピーク発光効率が 1桁以上増

加した。さらに、Cs2CO3と BA-CH3層の二層

構造中間を用いた試料 Dでは、高電流密度域

でも高い効率を維持する傾向が見られた。 
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Fig. 1. The device structure of phosphorescent 

HyLED with Cs2CO3 interlayer and SADM. 
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Fig. 2. Efficiency versus current density for four 

devices with different interlayers. 
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